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E.Nossarzewska-Ortowska, P.Kaminski, J.Sarnecki, R.Koztowski

Characterization of epitaxial silicon for MOS VLSI IC by deep level transsient
spectroscopy and minority carrier lifetime measurements

The effect of silicon source contamination on the properties of epitaxial layers was
studied by DLTS technique and generation lifetime measurements. The influence
of substrate etching procedure on the generation lifetime is also shown.

Lech Dobrzanski, Wiestaw Marciniak

MMIC'’s on gallium arsenide developed in the institute of electronic materials tiech-
nology

Two microwave monolithic integrated circuits on gallium arsenide ware desigined,
manufactured and investigated. The circuits exhibit good microwave and pulse
performance.

S.Strzelecka, M.Gtadysz, E.Jurkiewicz-Wegner, M.Piersa, A.Hruban, M.Pawtowska
Characterization of semi-insulating InP:Fe by electrical and optical measurements

For characterization of semi-insulating InP:Fe crystal as material for electronic
devices, the combination of electrical, optical and chemical methods has been used.
Correlation between inhomogeneity of electrical parameters (resistivity) and Fe con-
centration has been observed. The total concentration of Fe and the concentration
of Fe in both its charge states [Fe3+] and [Fe2+] have been measured. The results
of the measurements of some Sl InP:Fe crystals obtained in ITME have been pre-
sented.

E.Kujawa, W.Olesiriska K.Ferenc
The mechanical and thermal strength of circular-symmetric multilayer ceramic-metal
joints j

A model for ceramic-metal joints in circular-symmetric system was investigated.
The value of mechanical stresses and the critical places in the joints were estimated.
The method of finite element was used for solution to this problem.
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The prepared joints were tested in different thermal and mechanical strain sys-
tems. The significant compensation of stresses in ceramic - FeNi,, joint (no cracks)
was observed when the additional layer of metal (Mo, Cu) was used.

W.Sokotowska, L.Waskiewicz
Synthetic standards for trace analysis of electronic materials by atomic spectrometry
techniques

The methods for the determination of impurities in metals, acids and semiconduc-
tor materials have been developed. An experimental technique applied for the
preparation of the synthetic standards results in a good precision and accuracy of
the analysis.

Z.Puff, KKufel
Investigations of obtaining of bivalent metals titanates in the form of high purity and
dispersion ceramic powders

The possibilities of obtaining of high purity and dispersion MgTiO,, CaTiO,, SrTiO,
and BaTiO, by reactions of precipitated MgC,0,, CaC,0,, SrC,0,, BaC,0, and
TiO, (rutile) in solid phase have been investigated. The studies have been sup-
plemented with differential thermal analysis, x-ray phase analysis and measurements
of specific surfaces of MgTiO,, CaTiO,, SrTiO; and BaTiO, powders obtained.
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3. HoccaxeBcka-OpJioBcka, II. Kammubcku, WU.CaphHeuku, P. KoznoBccku
XapaKTpu3auusi KPEMHEBbIX 3MUTAKCUAJIbHbIX IJIEHOK MOJI MHTEr paJibHbIX
cxed MOS VLSI c noMoublo HECTAUMOHAPHOW E€MKOCTHOA CMNEeKTPOCKOIIUK
U U3MEpEeHWH IeHEePauUMOHHOI'O BPEMEHM XMU3HM HOCHUTeJled 3apsiafa.

HecTaumoHapHasi eMkocTHasi cnekTtpockomuss (DLTS) wu wuaMepeHusi
reHepauUMOHHOI'O BpPEMEHM XWM3HM HOCHUTEJIEH 3apsiia MPUMEHSJIMCb OUISA
UCClIeIOBAHUS BJIMSHUSI CTENEeHM YUCTOTbHl MCTOYHMKA KpPEMHUS Ha
CBOACTBA O3MUTAKCHAJIbHbIX TMJIEHOK. O6HApyXeHO TaKXe BJIMsAHUE
npouenypbl TPaBJIEHUS] MOMJIOXKM HA NE€HEPaUMOHHOE BPEMS XMU3HM.

JI. Ho6xanbcku, B.Mapumhsik

MOHO/MTHYECKHE MUKPOBOJIHOBbie MHTerpaJibhbie cxewmsl (MMIC'S) wu3
apceHMga raJums, paspa6oTaHHble B  UHCTUTYyTe TexHonoruu
JJIeKTPOHHbIX MaTepuaJios.

3anpoeKTUPOBAHO, M3rOTOBJIEHO M MCCJIE[OBAHO [B€ MOHOJIMTHUYECKHUEe
MUKPOBOJIHOBblE MHTErpaJibHble CXeMbl U3 apceHupga rajumd. IlosyyeHo
Xopoumue napaMeTpbl 3TUX CXeM B MUKPOBOJIHOBOM M  MWMIYJIbCHOM
PeXuMax pa6oThbl.

E.KysaBa, B.Onecunbcka, K.$Pepenc

MexaHMyecKue HaNpAXEHUST U TEPMOCTOMKOCTb B ClasiX MeTaJulo-Kepa-
MUYECKUX.

OnpenesyieHO pacNoJIOXEHHE MeXaHUYECKUX TEepMOHANpsAXeHUUM B Chasix
KEepaMuKM C pas3/MyHbiMM MeTaJulaMd. CnJilaBbl K—-M MUCHbITAHO TIIpM
MEXAHMYECKUX HAMPSXEHUAX M Pa3JIMYHbIX TepMOUblKJiaX. YKa3aHo, YTO
BBefienme cJyiod Mo uym Cu o6ecnevaeT cnay Kepamuku FeNi JJ1epen

pas’pylleHUEM KEPaMUKH.

B. CoxonoBcka, JI. BacbkeBu4

Paspa6oTka CTaHOAapPTHbIX o6pa3uoB MOJi onpefeJIeHUs YUCTOThI
3JIEKTPOHHbIX MATEpUAJIOB METOMNOM ATOMHOW CMNEKTPOCKOIMM.
Paspa6oTano MeToqnbl aHaJmM3a CTaHOapTHbIX 06pa3uoB
MaTepUaJioB BbiICOKOA uucTOTbl. I[lpencTaBiieHo MeTOHObl KOTOpbiEe
NMO3BOJIAKT OMNpPEeNeJiiTb CJIedOBble NMPUMECU B IJIEKTPOHHbIX MaTepuaJax
C XOpOWO#A TOYHOCTbHIO.

10
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C.Crtxeneuka, M.[lnanmbm, 3.[OpkueBuu-Bernep, M.Ilepca, A.Xpy6aH,
M. [TaByioBCcKa

JNeKTpUYEeCKUe U ONTUYECKUE MeTOMbl XapaKTepU3audM MOHOKPUCTAJIOB
InP:Fe.

B pa6oTe naccobixmeHbl UW3MepUTEJbHble MeTOMdbl, Heo6XoauMbie MJIA
OUEHKM TMOJIyM30JMpPYIOUIMX MOHOKpUCTaJyioB InP:Fe. [IpencTaBiieHbl
3JIeKTpUYECKHUEe, ONTUYECKUE U CTPYKTYypaJibHble MeTO[Mbl, NpUMEHsIEMbie
aBTOpaMu. Oco6eHHOe BHMMAHME O6paUWleHO Ha METOAUKY MCCJlie[10BaHsd
OOHOPOOHOCTM 3IJIEKTUYECKUX CBOWCTB M CBsA3AHHOE C HUM IOJIHOE
pacnpepneJieHMe KOHUeHTpauiu Fe B pasnbix cocTosHusx Fe3+ u Fe2+.
[loka3aHbl pe3yJibTaTbl MCCJIEJOBAHUS HEKOTOPbIX MOHOKPUCTAJIOB
usrorosyieHbix B UTM3.

3.1ly¢$, K.Kydemn

UccrnemoBanMe BO3MOXHOCTM TMOJIyYEHUS] TUTAHATOB [BYXBAaJIEHTHbIX
METAJUIOB B ¢$OpME KEpaAMUYECKUX [OPOUKOB BbICOKOA YUCTOTH M
OUUNepCcum.

UccnenoBaHo BO3MOXHOCTM MOJIyYEHUHA MgTiO3 5 CaTiO3 ; SrT103 2

BaTiOa 60JIbIIOA YUCTOTHI U MOUCIEPCUU TyTEeM peakKuuu B TBEPHOOH
$a3e coocaxpenHoro MgC O, CaCO, SrCO, BaCO, wu TiO
2 4 2 4 2 4 2 4 2

(pyTna). UccriemoBaHusi  MOMOJIHUEHb  TEPMMYECKHMM  PO3POCTHbIM
AHAJIM30M, PEHTTEeHOBCKMM ¢a30BblM AHAJIM3OM, A TaKXe HU3IMEePEHSIMU
pa3MepoB MOPOWKOB M WX CBOMCTBEHHbIX NMOBEPXHOCTEWN.

1



RECENZJE

R.Pampuch, K.Haberko, M.Kordek
NAUKA O PROCESACH CERAMICZNYCH
Warszawa: PWN 1992, 376s

Materiaty ceramiczne znajdujg zastosowanie w wielu urzgdzeniach i
konstrukcjach dzieki unikalnej kombinacji wtasciwo$ci mechanicznych, cieplnych,
elektrycznych, magnetycznych i optycznych. Staly sie one istotnym czynnikiem w
dokonujgcej sie w ostatnich kilkudziesieciu latach rewolucji naukowo-techniczne;.
Z tego wzgledu poznanie ich budowy, wtasciwosci oraz proceséw technologicznych
prowadzacych do ich otrzymywania staje sie¢ konieczno$cig dla inzynieréw
dziatajgcych w takich dziedzinach jak np.: inzynieria materiatowa, chemia czy
elektronika. Zapoznanie czytelnikbw z zagadnieniami budowy i wtasciwosci
materiatéw ceramicznych spetnia podrecznik R.Pampucha "Materiaty ceramiczne”.
Zarys nauki o materiatach nieorganiczno-niemetalicznych* PWN, Warszawa 1988.
Z kolei recenzowana ksigzka poswiecona jest technologii ceramiczne;.

Ksigzka sktada sie z sze$ciu rozdziatéw. W rozdziale pierwszym, przestawiono
cel oraz zatozenia zilustrowane odpowiednimi tabelami. W rozdziale drugim opisane
sg przemiany fazowe istotne dla technologii ceramicznej jak i dla wtasciwosci
otrzymywanych materiatébw. Znanym, omawianym tu przyktadem, jest przemiana
martenzytyczna dwutlenku cyrkonu z odmiany tetragonalnej w jednosko$ng. Z
jednej strony moze ona powodowa¢ szkodliwe dla spoisto$ci materiatu spekania;
z drugiej strony ustabilizowana, metatrwata w temperaturze pokojowej odmiana
tetragonalna ZrO, zwigksza odpornos¢ materiatu na pekanie, a to dlatego, ze
poddana mechanicznym obcigzeniom ulega przemianie w odmiane jednosko$ng
pochtaniajgc cze$¢ energii sprezystosci uktadu. Oprécz przemiany martenzytycznej
omoéwione sg przemiany polimorficzne, rozktad termiczny faz statych, reakcje w fazie
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RECENZJE

statej, przemiany fazowe ciato state-ciecz i ciato state-gaz, a takze przemiany fazowe
ciecz-szkto. W rozdziale trzecim omawiane jest otrzymywanie i charakterystyka
proszkoéw, z ktérych dzieki kolejnym procesom jak formowanie, spiekanie i obrobke
koncowg otrzymuje sie wyroby ceramiczne. W pierwszej czesci tego rozdziatu
czytelnik poznaje budowe proszkéw, w drugiej - metody oceny wielko$ci, ksztattu,
powierzchni wtasciwej i porowatosci proszkéw, a w trzeciej - metody otrzymywania
proszkéw. Rozdziat ten jest bogato ilustrowany schematycznymi rysunkami réznych
urzgdzen pomiarowych jak np. wagi sedymentacyjnej czy licznika Coultiera i
technologicznych (réznego typu mtyny stuzace do rozdrabniania proszkéw,
urzadzenia do otrzymywania proszkéw metodami chemicznymi, krystalizacji ze
stopOw czy wytracania z fazy gazowej). W rozdziale czwartym omawiane sg metody
formowania ksztatek z proszkowych mas. W pierwszej czesci czytelnik poznaje
metode prasowania (opisane sg sposoby przygotowania proszku do prasowania,
prasowanie jednoosiowe i izostatyczne, zageszczanie wibracyjne i prasowanie mas
pétplastycznych), w czesci drugiej - formowanie plastyczne (stosowane w przemysle
ceramiki budowlanej i elektrotechnicznej), a w trzeciej - formowanie przez odlewanie
z gestw lejnych (techniki odlewania sposobem wylewnym i petnym, metoda
odlewania foli do formowania cienkich ptytek stosowanych w elektronice,
formowanie termoplastyczne umozliwiajgce produkcje bardzo skomplikowanych
ksztattek, formowanie ksztattek porowatych stosowanych jako materiaty do izolacji
cieplnej i przegrody przepuszczalne - filtry). W rozdziale pigtym omawiany jest
proces spiekania wyprasek ceramicznych oraz budowa otrzymanych w wyniku tego
polikrysztatéw. Rozdziat stanowi czg$ciowo powtérzenie tego co zostato napisane
na ten temat w cytowanej juz ksigzce R.Pampucha "Materiaty ceramiczne. Zarys
nauki o materiatach nieorganiczno -niemetalicznych®, PWN, Warszawa 1988.

Materiat z ww ksigzki uzupetniono o dyskusje procesu spiekania na
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przyktadzie rzeczywistych proszkéw jednofazowach oraz wielofazowych; oméwiono
takze spiekanie z fazg ciekta, spiekanie pod ci$nieniem oraz proces witryfikacji. W
ostatnim, szostym rozdziale omawiane sg pokrétce procesy obroki koncowej
wypalonych ksztatek ceramicznych jak szlifowanie, polerowanie, metody
otrzymywania potgczer ceramiki z metalem czy wytwarzanie przewodzgcych powtok
metalowych na powierzchni ksztattek.

W podsumowaniu trzeba stwierdzi¢, ze ksigzka ta jest dobrym podrecznikiem
technologii ceramicznej na poziomie akademickim, gdyz oprocz praktycznych
informacji zawiera réwniez obszerng wiedze teoretyczng na temat omawianych
proceséw technologicznych. Zgodnie z tym co napisano w przedmowie do tej
ksigzki jest ona godna polecenia inzynierom ceramikom, a takze studentom i

pracownikom naukowym takich kierunkéw jak: inzynieria materiatowa i chemia.

Recenzowat: dr Marek Boniecki
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KRONIKA

PROJEKTY BADAWCZE - Ii - lll KONKURS w 1992 roku

Od roku 1991 system finansowania prac naukowo - badawczych z budzetu
panstwa zostat catkowicie zreformowany i wprowadzono konkurencyjny system
przyznawania $rodkéw finansowych dla projekéw badawczych. Warunkiem
uzyskania $rodkéw finansowych na realizacje zgtoszonego do KBN projektu
badawczego(grantu) jest wynik konkursu. Konkurs odbywa sie kilka razy w roku, a
jego wynik ustalany jest na podstawie liczby punktéw przyznanych przez
recezentéw,zgtaszonym projektom badawczym.

W Il'i lll konkursie w 1992 roku przyznano 13 grantéw zespotom naukowym
Instytutu Technologii Materiatéw Elektronicznych, spis ktérych podajemy ponize;j.
G/15/92 doc.dr Z.Librant

Badanie degradacji wtasciwo$ci mechanicznych ceramiki konstrukcyjnej

AlLLO; i AlL,O,- ZrO, w warunkach korozji w wysokich temperaturach.

G/16/92 mgr M.Palczewska
Mikrofalowa absorpcja nadprzewodzacych wytracen w krysztatach GaAs.

G/17/92 prof.dr hab. A.Pajgczkowska
Krystalizacja i wtasnosci fizyczne zwigzkéw typu: ABCO,; A=Ca, Sr
B=ziemie rzadkie, C=Al, Ga- podtoza HTS.

G/18/92 mgr A.Gtadki
PLytki potprzewodnikowe A;B; do procesow epitaksji i implantacji-badania

i optymalizacja metod obrébki mechanicznej i chemicznej powierzchni.

G/19/92 mgr inz. A.Bajor
Opracowanie metody, skonstruowanie i wykonanie przyrzadu do badania

dwoéjtomnos$ci, zwtaszcza w materiatach  p6tprzewodnikowych i
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elektrooptycznych.

G/20/92 dr inz. W.Strupinski
Nowe metody charakteryzaciji i zwigzkéw pétprzewodnikowych A;B.

G/21/92 doc.dr inz. M.Buda
Badanie dyfuzyjnosci cieplnej oraz dynamiki proceséw wywotanych w
ciatach statych zmiennym polem temperatury.

G/22/92 dr inz. W.Wierzchowski
Badanie propagacji defektow z podtozy do warstw epitaksjalnych GaAs.

G/23/92 mgr inz. W.Ortowski
Pionowa krystalizacja postgpujgca jako metoda otrzymywania duzych
krysztatéw zwigzkéw potprzewodnikowych o wysokiej perfekciji struktury.

G/24/92 dr inz. M.Jakubowska
Pasty do uktadéw hybrydowych na osnowie metali pospolitych wypalanych

w atmosferze powietrza.

G/25/92 mgr W.Hofman
Badanie wptywu warunkéw brzegowych "pola* temperatur autoklawu na

predko$¢ wzrostu monokrysztatu kwarcu alfa.

G/26/92 doc dr hab.inz. T.Lukasiewicz
Badania nad otrzymywaniem monokrysztatow boranu baru beta (BAB,O,)

materiatu o wtasno$ciach nieliniowych.

G/27/92 prof.dr hab.inz. W.Soluch
Technologia i badania czteroboranu litu Li,B,O, - nowego krysztatu

piezoelektrycznego.
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Granty z | konkursu - 1991r. zakoriczone przez pracownikéw ITME:
G/3/91 mgr inz. J.Sass

Badanie relaksacji odksztatcen koherentnych wielowarstwowych struk-
tur In/GaAs/P

Opracowano teoretyczny model krysztatu modulowanego (In)GaAs-GaAs(P). Model
uwzglednia stopienn relaksacji odksztatceri koherentnych w funkcji koncentraciji
domieszek fosforu oraz indu.

Na podstawie modelu napisano i uruchomiono program modelujacy profil rentgeno-
wskiego widma dyfrakcyjnego w otoczeniu wybranego wezta sieci odwrotnej krysz-
tatu modulowanego.

Wyznaczono stopien relaksaciji naprezen koherentnych oraz pozostate wazne para-
metry strukturalne badanych krysztatbw modulowanych.

G/5/91 mgr inz. P.Bielirski
Badanie wptywu struktury dwufazowego kompozytowego materiatu sty-
kowego na wtasnosci eksploatacyjne

Analizowano korelacje migdzy parametramistrukturalnymi szkieletu kompozytowego
materiatu stykowego o szkielecie wolframowym nasyconym srebrem, a wta$ciwos-
ciami eksploatacyjnymi.

Zaproponowano odniesienie do 3 gtbwnych parametréw: - $rednicy ziaren, - $red-
nicy kapilar szkieletu, - wytrzymato$ci mostkéw miedzyziarnowych.

Wykonano préby elektryczne oraz badania wtasciwosci fizykomechanicznych.
Stwierdzono, ze rozdrobnienie ziarna szkieletu powoduje wzrost odpornos$ci kompo-
zytu W-Ag na erozje w tuku elektrycznym (w powietrzu) zaréwno podczas préby
zwarciowej, jak i trwatoSciowej. Natomiast wzrost wytrzymato$ci mostkéw
miedzyziarnowych jest przyczyng obnizenia tej odpornosci. Obserwacje
metalograficzne nie umozliwity analizy wptywu $rednicy kapilar szkieletu.
Stwierdzono, ze erozja elektryczna podczas prowadzonych préb ma charakter
powierzchniowy, tzn. nie obserwowano zmian struktury pod strefg powierzchniowa.
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Osrodek Informacji Naukowej i Technicznej, (DS-3) Instytutu Technologii
Materiatéw Elektronicznych oferuje CURRENT CONTENTS (CC) z tytutéw nizej
wymienionych czasopism.

CC to najprostsza, najszybsza forma uzyskiwania przez uzytkownika infor-
macji o zawarto$ci kazdego numeru, danego tytutu czasopisma.

Oferujemy réwniez mozliwo$¢ wykonywania odbitek kserograficznych z
wybranych pozyciji.

Cena prenumeraty 1 tytutu czasopisma w postaci CC wynosi - 50.000 zt.,
1 s. odbitki kserograficznej - 350 zt.

American Ceramic Society Bulletin

Applied Physics Letters

Ceramic Forum International Berichte der Deutschen Keramischen Gesellschaft
Crystal Research and Technology/Kristall und Technik

Electronics

Electronic Design

Electronic Engineering

Electronics Letters

Electronics Materials and Processing

WD SRR N BN =

=
°

|IEEE Circuits and Devices Magazine

. |EEE Circuits and Systems

IEEE Consumer Electronics

IEEE Electronic Device Letters

IEEE Jurnal of Solid-State Circuits

IEEE Microwave and Guided wave Letters

IEEE Microwave Theory and Techniques

IEEE Region News

IEEE Spectrum

IEEE Transactions on Applied Superconductivity

- ed e e e e e edh A
©®IN0r0p =

IEEE Transactions on Electron Devices

28

. |EEE Transactions on Microwave Heory and Techniques

|EEE Transactions on Semiconductor Manufacturing

. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control

. International Journal of Microwave and Millimeter-Wave Computer - Aided Engineering
Journal of the American Ceramic Society

SRER
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26.
2.

8aREBL283 B

37.

39.
40.
41.

GE8R

46.
47.

49.
50.

Journal of Applied Physics

Journal of Crystal Growth

Journal of the Electronics chemical Society

Journal of Electronic Materials

Journal of Materials Research

Journal of Materials Science

Journal of Materials Science Letters

Journal of Materials Science Materials in Electronics
Journal of Materials Scence Materials of Medicine

Materials Science and Engineering A. Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing

Materials Science and Engineering B. Solid State Materials for Advanced Technology
Microelectronics Manufacturing Technology
Microwave Engineering Europe

Microwave Journal

PCIM Europe-Power Conversion and Intelligent Motion
Physica Status Solidi A

Powder Metallurgy

Proceedings of the IEEE

Semiconductor Science and Technology
Semiconductor International

Semiconductor Manufacturing

Sklar a Keramik

Solid State Electronics

Solid State Technology

lll-Vs Revue
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Wskazowki dla autorow

1. Czasopismo ,,Materialy Elektroniczne” jest sktadane technika komputerowa.
Dlatego prosimy autoréw o nadsytanie maszynopisu napisanego:

- w pliku na dyskietce, pod edytorem WordPerfect 5.1 lub innym, po uzgod-

nieniu z redakcja (np. ChiwRITER, TAG)

- rysunkéw, tablic itp. w pliku utworzonym w jednym z nast¢pujacych edyto-

réw graficznych: DrawPerfect, CoreDRAW!, AutoCAD, SIGMAPLOT oraz

w standardzie HPGL lub innym po uzgodnieniu z redakcja (np. w postaci

obrazu ekranu uzyskanego programem typu GRAB, lub pliku uzyskanego ze

skanera w standardzie TIF).

2. Objetos¢ artykutu nie powinna przekracza¢ 15 stron tacznie z rysunkami,
tabelami i bibliografia.

3. Artykut powinien by¢ napisany w 2 egzemplarzach na papierze formatu A4,
jednostronnie, z marginesem 3.5 cm z lewej i 1 cm z prawej strony, z podwdjna
interlinia, wraz z rysunkami - w 1 egzemplarzu. Wszystkie stronice powinny by¢
nunierowane.

4. Na marginesie tekstu nalezy zaznaczy¢ miejsca, w ktérych powinny byc
umieszczone rysunki.

5. Do artykulu powinny by¢ dotaczone streszczenia nie przekraczajace 200
stéw, w jezykach polskim, angielskim i rosyjskim. Tytut artykutu winien by¢
réwniez przettumaczony na te j¢zyki.

5. Na pierwszej stronie artykutu powinny znajdowac si¢ nastgpujace elementy:
z lewej strony u gory artykutu tytut naukowy, pelne imi¢ (imiona), nazwisko(a)
autora(6w), nazwa miejsca pracy (zaktadu, pracowni), adres pocztowy. Na Srodku
stronicy maszynopisu tytut artykutu.

6. Rysunki: na odwrocie rysunku lub fotografii nalezy podaw¢ ich numer, naz-
wisko autora i pierwszy wyraz tytutu artykutu.

6.1. Podpisy do rysunkoéw, fotografii oraz bibliografi¢ nalezy umieszcza¢ na
oddzielnych stronicach, po tekscie.

6.2. U gory kazdej tablicy nalezy poda¢ numer i tytut objasniajacy.

6.3. W przypadku rysunkéw, wzoréw, tablic nie bgdacych oryginalnym do-
robkiem autora(6w) nalezy zacytowac zrodto, umieszczajac je w biblio-
grafii.

6.4. Wzory nalezy numerowac kolejno cyframi arabskimi.

7. Pozycje bibliografii nalezy podawa¢ w nawiasach kwadratowych, w kolejnosci
wystgpujacej w tekscie.

Dla ksiazki nalezy wymienic nazwisko(a) autora(6w), inicjaty imion, petny tytut
dzieta w oryginale, miejsce wydania, wydawcg, rok, stronice np.:

[1] Librant Z.: Ceramika konstrukcyjna w zastosowaniach elektronicznych. War-
szawa: WNT 1991, 126 s.

Dla artykutu nalezy podac kolejno nazwisko(a) autora(6w), inicjaty imion, tytut
artykutu w oryginale, tytut czasopisma, tom, rok, numer, stronice np.:

[2] Kaminiski P., Strupinski W., Roszkiewicz K.: Effect of Substrate Temperature
on the Concentration of Point Defets in Vapour Phase Epitaxial GaP:N,S. Jour-
nal of Crystal Growth 108, 1991, 3/4, 699-709

8. Stownictwo techniczne, jednostki miar, skréty najwazniejszych oznaczen wiel-
kosci we wzorach musza by¢ zgodne z terminologia przyjgta przez Polskie Normy
i Migdzynarodowy Uktad Miar (SI).

9. Nazwy fonetyczne liter greckich lub innych oznaczen nalezy podawac w le-
wym marginesie.

10. Autora obowiazuje wykonanie korekty autorskiej.



N A INSTYTUT TECHNOLOGII
I-VE MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH

B Vamm ul. Wolczynska 133, 01-919 Warszawa
tel.: (4822)349003, tix: 825386 cme pl, fax: (4822)349003

Przedmiotem dziatania Instytutu Technologii Materiatéw Elektronicz-
nych jest prowadzenie badan naukowych i prac badawczo-rozwojo-
wych w zakresie inzynierii materiatowej, elektroniki i fizyki ciata statego,
a w szczegolriosci technologii otrzymywania nowoczesnych materia-
téw, ich obrobki, miernictwa oraz efektywnego wykorzystywania dla
potrzeb elektroniki i innych dziedzin gospodarki oraz przystosowywa-
nie wynikéw badan i prac do wdrazania w praktyce.

Dziatalno$¢ Instytutu Technologii Materiatéw Elektronicznych skupia
sie w dwoéch obszarach: w pracach badawczo-rozwojowych i matose-
ryjnej produkciji materiatow dla eiektroniki, telekomunikacii, energetyki,
rolnictwa i medycyny, oraz w pracach badawczo-rozwojowych nad ele-
mentami elektronicznymi, wytwarzanymi z tych materiatow.

Materiatami, na ktérych koncentruje si¢ dziatalno$¢ ITME sa:
materiaty pétprzewodnikowe (Si, GaAs, GaAsP, GaP, InP), materiaty
elektrooptyczne i piezoelektryczne (YAG, CaF,, LiNbO,, LiTaO,,
kwarc), materiaty podtozowe dla nadprzewodnikéw wysokotemperatu-
rowych, materiaty ceramiczne (na bazie Al,O, i ZrO,), szkta dla tele-
komunikacji optycznej, materiaty kompozytowe, pasty (przewodzace,
izolujace i oporowe), czyste metale, zwigzki nieorganiczne i roz-
puszczalniki.

W ramach badan aplikacyjnych opracowywane sa w ITME:
potprzewodnikowe przyrzady mikrofalowe (tranzystory MESFET, diody
Schottky’ego), mikrofalowe monolityczne uktady scalone, filtry z
akustycznag falg powierzchniowa, termoelektryczne moduty chiodzgce.

Instytut Technologii Materiatéw Elektronicznych wydaje dwa czaso-
pisma naukowe: kwartalnik ,Materiaty Elektroniczne”, w ktérym publi-
kowane sa artykuly dotyczace zakresu dziatania Instytutu, ,Prace
ITME” - zawierajagce monografie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne,
oraz wydawnictwa informacyjne.






